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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月2日(2014.7.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を有する集積回路と、
　前記基板の内部に配置されているアクティブ・ビアと、
　熱伝導コアを含むヒートスプレッダと、
　前記熱伝導コアを貫通しておりかつ前記アクティブ・ビアに導電結合されているヒート
スプレッダ・ビアとを含む、電子デバイス。
【請求項２】
　前記基板の内部に配置されておりかつ前記熱伝導コアに接続されている基板プラグをさ
らに含む、請求項１に記載の電子デバイス。
【請求項３】
　前記集積回路は第１の集積回路であり、前記熱伝導コアは前記第１の集積回路と第２の
集積回路との間に配置されており、前記アクティブ・ビアは、前記第１の集積回路と前記
第２の集積回路との間で信号を伝達するように構成されている、請求項１に記載の電子デ
バイス。
【請求項４】
　前記熱伝導コアは電気絶縁層であり、前記ヒートスプレッダ・ビアは前記電気絶縁層に
直接接触しており、前記基板の内部に配置されている基板プラグが、前記電気絶縁層の内
部に配置されているヒートスプレッダ・プラグに接続されている、請求項１に記載の電子
デバイス。
【請求項５】
　電子デバイス基板に取り付けられるように構成されているヒートスプレッダであって、
　熱伝導コアと、
　前記熱伝導コアを貫通しているヒートスプレッダ・ビアと、
　集積回路基板プラグへのはんだ接続を形成するように構成されている前記熱伝導コアの
接続点であって、前記集積回路基板プラグは集積回路基板内に配置されている、接続点と
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　を含む、ヒートスプレッダ。
【請求項６】
　前記熱伝導コアは導電層であり、前記熱伝導コアと前記ヒートスプレッダ・ビアとの間
に配置されている誘電層をさらに含む、請求項５に記載のヒートスプレッダ。
【請求項７】
　前記熱伝導コアは電気絶縁層であり、はんだボールへの冶金接続を形成するように構成
されているヒートスプレッダ・プラグをさらに含む、請求項５に記載のヒートスプレッダ
。
【請求項８】
　電子デバイスを形成する方法であって、
　基板を有する集積回路を設ける工程と、
　前記基板の内部にアクティブ・ビアを配置する工程と、
　ヒートスプレッダの熱伝導コアを貫通する、対応するヒートスプレッダ・ビアに前記ア
クティブ・ビアを接続する工程であって、前記ヒートスプレッダ・ビアは前記アクティブ
・ビアに導電結合される、工程と
　を含む方法。
【請求項９】
　前記熱伝導コアは導電層であり、
　前記ヒートスプレッダ・ビアと前記熱伝導コアとの間に誘電層を配置し、前記熱伝導コ
アの表面上にはんだパッドを形成する工程をさらに含む
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記熱伝導コアは電気絶縁層であり、
　前記電気絶縁層の内部に配置されているヒートスプレッダ・プラグと前記基板の内部に
配置されている基板プラグとの間に冶金接続を形成する工程をさらに含む、
　請求項８に記載の方法。
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